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s Considerar Vi, = 26mV.

Una muestra de Silicio de largo L = 5um estd homogeneamente dopada con atomos donores
con una concentracién Ny = 10'®at/cm®. Luego, se realiza un segundo dopaje con donores

sobre toda la muestra, pero ahora con una concetracién no uniforme que sigue la ley Na(z) =

1017 at/cm? - exp (—(%)2) con A = L/5. Calcular la diferencia de potencial entre los extremos de

un bloque de silicio (¢p [mV] = ¢(0) — ¢(L)).

Una muestra de silicio que est4 dopada con N4 = 10'7 at/cm3, tiene una longitud L = 10 ym y
un drea A = 100 ym?. Calcular la corriente (I [#A]) que circula cuando se conecta una fuente de
3V entre los extremos de la muestra.

En un diodo PN con dopajes Np = 10'8at/cm3, Ny = 1017 at/cm?, polarizado, se genera
un exceso de minoritarios en la QNR del lado menos dopado que sigue la funcién dm(z) =

10* at/ecm? exp <—€;ﬁ;’> donde dm(x) es el exceso concentracién de minoritarios en el lado me-
nos dopado, z, es el limite entre la SCR y la QNR del lado menos dopado, y la longitud de la
QNR a partir de x, es L = 8 um. Calcular la densidad de corriente de difusién de minoritarios

en el lado menos dopado en el punto x — x, = L/4 (Jyff [A/cm?)).

Calcular la extensién de la zona de vaciamiento (z4 [m]) de una juntura MOS fabricada con
polysilicio dopado tipo N y sustrato dopado con Ng = 107 at/em?, C!, = 2,6 x 1077 F/cm?,
72 =049V, Vp = 0,51V cuando se aplica Vgp = 1,7V.

Dos diodos son iguales salvo que A1 = 10 x As. Los diodos se conectan en un circuito serie tal que
el borne positivo de una fuente de tensién (Vg = 5V) se conecta a una resistencia, la resistencia
al &nodo de D1, el catodo de Dy al anodo de D5 y el cdtodo de Do al borne negativo de la fuente
de tension, cerrando el circuito. ;Cudl es la relacién de tensiones en los diodos, considerando
VD = Vanodo — Veatodo?

Un JFET de canal N esta conectado de la siguiente forma: el drain conectado a una fuente de
alimentacién de 5V, el source conectado a una resistencia R = 47082 y el otro extremo de la
resistencia estd conectado a tierra, y el gate conectado a una fuente de tensiéon que controla la
corriente de drain. Los pardmetros del transistor son Ipgsg = 4mA y Vp = —1V. ;Cuél debe ser
la tensién que se aplica al gate para obtener Ip = 2mA?

FEn un proceso de fabricaciéon CMOS de sustrato tipo P, luego de aplicarse la mascara de NWELL,
i,qué mascara debe aplicarse inmediatamente?

En un proceso CMOS estandar con alimentacién Vpp = 2,7V se fabricé un inversor CMOS
de forma tal que W, = W, y L, = L,. En este proceso, se sabe que p, = 3 x p, y se puede
considerar Vp, ~ —0,5 x Vp, = 0,7V. Se midi6 el tiempo de propagaciéon de alto a bajo y se
obtuvo tprr, = 10ns. ;Cudnto sera el tiempo de propagacién de bajo a alto (tprg)?
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Se implementa un amplificador emisor comun sin realimentacién con un transistor NPN con
pardmetros § = 200, V4 =20V y Vgon) = 0,7V. La tensién de alimentacién es Voo = 3,3V,
y el transistor estd polarizado con una resistencia de base Rp = 24k{) y una resistencia de
colector, Rc = 100€2. A la entrada del amplificador, se conecta una senial (vg) con resistencia
serie Ry = 1k() a través de un capacitor de desacople de valor adecuado. Calcular A,,, R;n v

Rour.

Se implementa un amplificador emisor comun sin realimentacion y sin carga, polarizado con una
Unica Rp y una unica Rc. A la entrada, la fuente de senial presenta una tensién vg pico y una
resistencia serie Rg no nula. Al medir la senial de salida, se observa una deformacion de la senal
tal que el semiciclo negativo es mas pronunciado y el semiciclo positivo es mas suave, siendo en
ningun caso un recorte abrupto de la senal. ;Qué se debe cambiar en el diseno para evitar este
tipo de distorsién?

Un amplificador source comun alimentado con Vpp = 3V esta polarizado con dos resistencias
de gate de valor elevado (orden de magnitud: 10kS2), y resistencia de drain Rp = 330(Q. Los
pardametros del transistor son pu C,y = 150 uA/V2, W = 40 pum, L = 4pum, Vo = 0,7V y se
puede considerar A = 0. A la entrada, se conecta una fuente de senal senoidal con tensién pico
vs = 500mV y resistencia serie g = 50§2. ;Cudl es la minima corriente de polarizacién Ipg con
la que se puede polarizar el transistor para evitar la distorsiéon por alinealidad?

Se implementa un circuito serie compuesto por una fuente de tensién con senal cuadrada (valor
alto V* = +100V y valor bajo V~ = —100V, simétrica y con frecuencia f = 50Hz) conectada
al 4nodo de un tiristor (SCR), el propio tiristor, y una resistencia de 102 conectada al cédtodo
del tiristor. La senal de disparo (vg(t)) esta sincronizada con la tensién de la red de forma
que se genera un evento de disparo luego de un tiempo o = 3ms luego de cada cruce por
cero de la misma. El tiristor tiene una tension de encendido que se puede considerar constante
Vak,on = 2V. Calcular la potencia disipada en el tiristor.

Realizar el corte lateral de un MOSFET de potencia indicando sus caracteristicas constructivas
mas importantes.
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